VZ FEL 2014

KATEDRA
MIKROELEKTRONIKY

Obor

Hlavni aktivity katedry jsou soustfedény predevsim do odbornych oblasti: Mikrosystémy, inteligentni senzo-
ry, mikrosenzory a mikroaktuatory, integrované obvody a elektronické soucastky, elektronické bezpeénostni
systémy, moderni polovodicové struktury a komponenty, nanoelektronika a spintronika, optoelektronika
a fotonika.

Poslani

Vyzkumné aktivity ve vySe uvedenych odbornych oblastech, vyuka studentl v bakalarském, magisterském
studijnim programu Komunikace, multimédia a elektronika a dale v doktorském oboru Elektronika.

Vedeni katedry

Vedouci: prof. Ing. Miroslav Husak, CSc., zastupce vedouciho: doc. Ing. Julius Foit, CSc.,
pedagogika: Ing. Lubor Jirasek, CSc., doktorské studium: doc. Ing. Jiti Jakovenko, Ph.D.,
vedouci pracovnich skupin: prof. Ing. Miroslav Husak, CSc., prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc.,
doc. Ing. Vitézslav Jefabek, CSc., tajemnik: Ing. Jan Novak, Ph.D.

Vyznamné teoretické vysledky
e Simulace spintronickych transportnich jevl v grafenovych nanopascich pomoci kvantovych modeld.
e Modely radia¢niho poskozeni (ionty, elektrony, neutrony) elektronickych soucastek z karbidu kfemiku.

e Navrh novych planarnich struktur integrované optoelektroniky s optickymi Braggovskymi miizkami,
struktur na diamantu a polymerovych materialech pro informatiku a senzorové aplikace.

e Nové metody spolehlivostniho inzenyrstvi na ¢ipu a modely s vyuZzitim tepelné-mechanickych simulaci.

Vyznamneé aplikacni vysledky

e Navrh 800 Lm retrofit SSL Zarovky.

e Navrh LED desky pro 800 Lm SSL Zarovku.

e Nova metoda urychleného testovani tepelné mechanickych vlastnosti na Cipu.

e Testovani odolnosti jednocipovych mikroprocesort proti proudové injekci (Freescale Sem.).
e Poloprovoz zanorenych kanalk( a odbocnic s optickymi sklenénymi vinovody (SQS).

e Qvérena technologie teplotnich senzord s polymerovymi Braggovskymi miizkami (SQS).

e Opticka polymerni mnohavidova planarni 1X3 vykonova nesymetricka rozbocnice.

e Optickeé filtry pro POF vldkna pro vinové délky 532 a 650 nm.

Vyznamné pramyslové realizace

e Foit, J.: Korektor amplitudové kmito¢tové charakteristiky. Patent Ufad priimyslového vlastnictvi,
¢. patentu 304678, datum udéleni 16. 07. 2014

* Foit, J.: Oscildtor typu Butler s omezenym zatizenym elektromechanického rezondtoru. Patent Ufad
pramyslového vlastnictvi, ¢. patentu 304463, datum udéleni 02. 04. 2014

e Formanek,J., jakovenko,J.: Méfici systém pro zrychlenou charakterizaci Zivotnosti koncentrickych
plo$nych spojtl. Patent Utad priimyslového vlastnictvi, €. patentu 304545, datum udéleni 14. 05. 2014

* Prajzler,V., Mastera,R.: Optickd planarni mnohavidova POF rozboénice. Patent Ufad priimyslového
vlastnictvi, €. patentu 304236, datum udéleni 15. 01. 2014

e Prajzler,V., Neruda,M., Jefabek,V.: Opticka planarni mnohavidova rozboé¢nice, UZitny vzor Ufad
pramyslového vlastnictvi, ¢. 26976, datum udéleni 26. 05. 2014
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Vyznamné publikace

e Popelka, S. — Hazdra, P. — Sharma, R. — Zahlava, V. — Vobecky, J.: Effect
of Neutron Irradiation on High Voltage 4H-SiC Vertical JFET Characteristics:
Characterization and Modeling. IEEE Transactions on Nuclear Science.
2014, vol. 61, no. 6, p. 3030-3036.

e \obecky, J. —Hazdra, P. — Zahlava, V. — Mihaila, A. — Berthou, M.: ON-state
characteristics of proton irradiated 4H-SiC Schottky diode: The calibration
of model parameters for device simulation. Solid-State Electronics. 2014,
vol. 94, no. 4, p. 32—-38.

e \obecky, J. —Zahlava, V. — Hazdra P.: High-Power Silicon p-i-n Diode With
the Radiation Enhanced Diffusion of Gold, IEEE Electron Device Letters
2014, vol. 35 p.375-377.

e Hrebikova, I. —Jelinek, L. — Voves, J. — Baena, J.D.: A Perfect Lens for
Ballistic Eectrons: An Electron-Light Wave Analogy. Photonics and
Nanostructures - Fundamentals and Applications. 2014, vol. 12, no. 1,
p. 9-15.

e Prajzler, V. at al: Design of 1x2 wavelength demultiplexer based on
multimode interference. Journal of Optoelectronics and Advanced
Materials. 2014, vol. 16, no. 11-12, art. no. 11-12, p. 1226-1231.

Optical Signal

Vyzkum

e Grafenové nanostruktury, senzorové struktury na diamantu.

e Energy harvesting pro mikrosystémy a mikrosenzory.

e Miniaturni inteligentni systémy pro analyzu koncentraci toxickych latek.

e \/ykonové polovodi¢ové soucédstky na bazi SiC a jejich radiacni odolnost,
poruchy v Sirokopasmovych polovodiéich (SiC, GaN), fizeni doby Zivota
a poruchové inZenyrstvi ve vykonovych soucastkach.

e Spintronika zalozena na GaAs:Mn.

e Mikrooptické a planarni integrované soucdstky a subsystémy, optické
vykonové a vinové selektivni délice, SERS romanovské senzory
s plazmonovou rezonanci, polymerni planarni optické vinovody.

Vyznamné projekty
e Consumerizing Solid State Lighting (EU - ENIAC).

e Silicon Carbide Power Electronics Technology for Energy Efficient Devices
(EU - SPEED).

e Miniaturni inteligentni systémy pro analyzu plyn( a koncentraci... (MV CR).

e Poruchy v Sirokopasmovych polovodicich a jejich vyznam pro vykonovou
a vysokoteplotni elektroniku (GACR).

e Aktivni a kompatibilni senzorové prvky pro fadové zlepseni citlivosti
standardnich ramanovych fotometr(... (TACR-ALFA, &. TA04021007).

Sponzofi a hlavni primyslovi partnefi
ABB Switzerland Ltd, Semiconductors, ABB s.r.0., Freescale Semiconductors,
Inc., ST Microelectronics - CZ, s.r.o., ASICentrum, SQS Vlaknova technika, s.r.o.

Vyuka a kvalifikace

e Letni semestr 2013-14, 34 predmét(i (10 v Bc, 17 v MSc, 7 v PhD studiu).
e Zimni semestr 2014-15, 26 predmétl (10 v Bc, 9 v MSc, 7 v PhD studiu).
e Obhdjena 1 disertacni prace (Ph.D.), ukonceno 1 habilita¢ni fizeni.

Dalsi aktivity
e Prof. Ing. Pavel Hazdra, CSc., vybor European Materials Research Society.
e Prof. Ing. Jan Vobecky, DrSc., vybor IEEE Electron Device Society.




